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El invento se refiere a una lémpara de descarga
en gas a alta presién que comprende un recipiente de
descarga que contiene un relleno de gas agresivo y es-
t4 provisto con un rarefactor (getter) de hidrégeno
situado dentro del recipiente de descarga. Més pérti~

cularmente, el invento se refiere 'a lamparas de des-

carga en vapor de meréurio a alta pre8idn y a lémparas

de descarga en vapor de halogenuro metdlico a alta
presién provistas con dicho rarefactor de hidrbgeno.
Ademés de ello el invento se refiere a dicho rareface
tor de hidrdgeno propiamente dicho. '

Las lénmparas de descarga en gas a alta presién
comprenden un relleno gaseoso en €l cual se mantiene,ia '
descarga. Fste relleno de pas puede consistir, por’ejemgf-
plo, en uno o mls gases raros, mercurio, cadmio, sodio;
uno o més halogenuros metllicos o mezclaé de estos ele-
mentos y compuestos. liuchos de estos componéntes de reilé;'

no de gas pueden reaccionar de una manera indeseable

con las partes de la lampara. Consiguientemente, para

las partes de la lémpara que estén en contacto con el _.7
relleno de ges se escogen materiales resistentes al:-
relleno de gas., in lAmparas de descarga en vapor de‘éo-
dio a alta presibn, por ejemplo, se utiliza un recipien-
te de descarga resistente ai sodio, En lémparas de:des- -

carga en vapor de merocurioc a alta presibén y en halogenuro



metélico a alta presién se utilizan gen ralmente cuarzo
‘en calidad de material para el-recipiente de descarga y
wolframioc como material de electrodo. En esta memoria
descriptiva y en las reivindicaciones se entiende que
el término "relleno de gas agresivo" significa un
- rellenc de gas que. comprende al menos un compbnente que
por lo menos a la temperatura de trabajo de la lémpara
puede atacar a una parte de la lémpara debido a reaccio-
nes quimicas y/o fisicas. |

' Generalmente es deseable limitar en todo lo que
sea posible la aparicién dé impurezas gaseosas en lam-
paras de descarga de gas. Estas impurezas pueden haber
sido introducidas al fabricarse las lémparas. Alterna-
'tivamente, es posible que didhas impurezas sesn ‘despren-
- dides de las paredes de la lémpara o del relleno dd‘la'
- lémpara durante el tiempo de servicio de dicha lampara.
Se ha encontrado que es muy perturbadora especialmente
la presencia de hidrdgeno en lémparas de descarga ép gas,
ya que el hidrégeno provoca un aumento considerable del
voltaje de encendido y también del voltaje de ruevo en-
-ceridido de estas lémparas, incluso cuando esté presente
en cantidades muy pequefias., Eg posible maiiténer dentro
de 14mites aceptables el contenido de hidtbgeno de estas
lémparas adoptando medidas suplementa?i&a dﬁraﬁte sﬁ fp=
bricacibn, No obsbante, estas medidas auplementaries hacen
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a la lampara considereblemente mls costosa y se ha
encontrado tanbién que no se puede centrolar de un
modo reproducible el contenido de hidr6geno, parti-
cularmente durante el Giewpo de gervicio de la lémpa-
ra.

Es sabido utilizar un rarefacter de hidrdgeno en
lémparas de descarga. £l material propuesto para el
rarefactor es, por ejemplo, terio, hafnio, zirconio,
titanio, itrio, lantano y los lanténidos que se dis-~

ponen en pequeias cantidades dentrc de la lémpara. Una-

gran desventaja de dichos wmateriales de rarefactor con-

siste en que éstos son atacados por un relleno de gas
reactivo existente en la lampara de manera que no‘pue;
den ser utillzados en muchos tipos de lémparas.'

La memoria de pante de la Unién Soviética 307.444
desceribe una ;émpara de descarga én vapor de halogenuro,
de mercurio é alta presién que, ademfs de mércu:io y'
opclonalmente un gas raro para el encendido comprende
uno o mAs halogenuros metilicos, y estéd provista con
un rarefactor de hidrégeno presente dentro del récipien—
te de descarga y que consiste en titanio, zirconic o
torio en calidad de mrterisl de rarefactor. Esté mate-
rial de rarefactor esté rédesmdo por una pared permesble
al hidrégeno y que ¢onsiste en una ampolla de Vidﬁio

de cuarzo., A una temperatura elévada el vidrio de cuars

-l -
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z0 es ligeramente permeable al hidrdégeno y no es ata-
cado por la mayor parte de los haldgenos y halogenuros.
Una desventaja del rarefactor de hidrégeno deserito en
la memoria de patente soviética consiste en que el
rarefactor actla satisfactoriamente sblo a temperaturas
menores de 6002C, Neo obstante, de modo general, se re-
quiere en estos tipos de lémparas que la temperatura
del lugar mis frio de la lémpara durante el funciona-
mient6 sea de 6009C o mayor. La utilizacibén del cono-
cido rarefactor de hidrdgeno a temperaturas mayores de
6002C requeriria una gran cantidad de material de ra-
refactor, inaceptable en la préctica, con el fin de fijax
suficiente cantidad de hidrégeno vy ademés posee la des-
ventaja de que dichos materiales de rarefactor reacciow
nan con el cuarzo de la capsula a dichas temperaburas
elevadas,.

Ha de hacerse observar que se conoce una lémpara
incandescente a partir de la solicitud & Patente alema=-
na 2,020,981, la cual lémpara esté provista con una
clerta cantidad de yodo para mantener el demominado
ciclo de wolframio-haldgeno. Con el fin de fijar hi-
drbpeno on esta atmbsfers apresiva de lAmpara, se
propone utilizar un ravefactor ds hidrbgeno que consiste
en titanie, téntalo, zirdoniio o aluminio y esté reves-
tids con un revestimiento permeable al hidrdgeno que es

impermeable al yodo. kete revestimiento permeable al

-5~
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hidrégeno consiste en paladio o en una aleacldn de
paladio-niquel. La utilizacidbén de este rarefactor de
hidrbégeno en lémparas de descarga de gas a alta presién

—tiene la desventaja de que dicho rarefactor conocido
es activo sdlo a bajas temperaturas (muy por debajo
de 6002C). En lémparas de descarga en gas qué compren=~
den mercurio tampoco es aplicéble este rarefactor ya que
el mercurio puede constituip una aleacién con pala&io,"
de manera que el rarefactor sea atacado, , |

Un objeto del invento es crear limparas de des-

carga en gas a alta presiénm que tengan un rarefactof

de hidrégeno eficaz, que sea activo a temperaturaSvrela—

‘; tivamente elevadas y que sea resistente s un gran nimero

de componentes de relleno de gas, posiblemente presens
tes en la lémpara, o '
Una lémpara de descarga en gas a alta presién .

de acuerdo con el invento tiene un recipienté.de dege-

. carga que comprende un relleno de gas agresivo y esﬁé

provisto con electrodos entre los cuales tiene lugar

una descarga durante el funcionamiento, y un rarefactor

‘de hidrégeno situado dentro del recipiente de descgﬁga l

¥y qué consiste en uf material de rarefactor rodeado por

wna pared permeable al hidrégend, y esth caracterizada

 porquée &1 material de rarefactor comprende al ménos unm

material tomado del grupo de itrio, lantano, los lanth-



- ~.'. ‘1'0 :

‘,¢'15. 

20

a5

nidos y aleaciones de dichos elementos, comprendiendo

“la pared permeéble al hidrbégeno al menos uno de los

eleméntosAcromo, molibdeno, wolframio, téntaio, niquel

¥ hierro.

Los elementos a utilizar como material de rareface

_ tor en una lémpara de acuerdo con el invento son los

lanténidos, algunds véces denominados metales de tierras
raras, y los métales itrio y lantano, que fisica y qui-
micamente son bastanté semejantes a los lanténidos.

Dichos materiales -de rarefactor tiehen una gran capa=-

'cidad rarefactora para hidrégeno y una gran velocidad

‘de rarefaccién. Lstas notables propiedades del rarefac

tor se logran si estos materiasles son llevados & una
temperatura relativamente alta (a 60020 y valores muy
superiores). Zsto hace a estos rarefactiores extrenada~
mente apropiados para utilizarse en lémparas de descarga
de gas a alta presibén. Dado que los materiales de rare-
factor a utilizar son atacados por el rellemo de gas
agresivo en la lémpara, ¢l rarefadior de hidrdgeno en

una lémpars de acuerdo con el invento est4 rodeads por

" una pared qué es permeable al hidrégensd. Adem&s de per-

reabilidad al hidrégens, sé imponé al mabverial de esta
pared el requisito de que no deje pasar & lpa componsntes
del relleno de gas agresivo y de que no sea atacado por

estoa componentes del relleno de gus,., Los materiales
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 rarefactor., Este revestimiento puede ser dispuesto de

cromo, molibdeno, wolframio, téntalo, niquel y hierro
a utilizar para la.pared permeable al hidrdgeno de1’1=

rarefactor de hidrégeno de acuerdo con el invento son

_eminentemente resistentes a componentes del relleno

de_gathales como sodio, mercurio, cadmio y halogenufos
metalicos. _
Se prefiere una lémpara de descarga en gas & alta
ﬁresiéﬂ gue tiene un rarefactor de hidrégeno de acuerdo
con el invento en que la pared permeable al hidrégeﬁb =
consiste en un revestimiento ue uno o mls de los ele~
mentos cromo, molibdeno, wolframio y téntalo, qué tiéne

un espesor entre 0,1 y 100/u dispuestoAéobre el matérial.

T,

diferentes maneras sobre el material de rarefactor. -

Ura de las posibles técnicas es conocida como “déposigi6h

5 i6nica". EL articulo que ha de ser revestido es llevado -

. aoun eievado ioltaje negativo. El_material qué ha_dén4.,

ser dispuesto sobré el articulo es llevado & una #éﬁﬁg- s

ratura elevada en un manantial de deposicién de vapor .

.y se mantiene una descarga en argbn entre el'manantidl'nA

de deposicibn de vapor y el articulo de manera que iaa;_'

particulas que se evaporan son cargadas pbsitivamentéfy"

. son dépositadas sobre el articdulo. Otra téenica esAlé- 4
‘deposieidn desde vapor (deposicidn desde la fase gaseo= -
 sa), Il artleulo que ha de ser revestide es Llevado 4
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una elevada temperatura, después de lo cual un com-
puesto volatil del metal que ha de ser dispuesto (por
ejemplo, un cloruro) es puesto en contacto con el ar-
ticulo. El compuesto voldtil es reducido sobre el ar-
ticulo que ha de ser revestido mientras que el metal
es depésitado. Se puede lograr un revestimiento cone
tinuo por todos los lados de las maneras arriba des~
critas, La forma de realizacidén preferida arriba des-
crita de un rarefactor de hidrégeno de acuerdo con el
invento tiene la ventaja de que pueden obtenerse reves-
timientos muy delgados que sean muy permeables al hi-
drégens, Esto es posiﬁle, ya qué los metales utilizados,
erome, molibdeno, wolframiso y thntalo no reaccionan
con los materiales de rarefactor a utilizar, El easpesor
del revestimiento dispuesto sobre el materlal de rare-
factor se escoge de modo que no sea menor de O,lA ya
que con espesores tan pequefios apenas es posible en
la préctica un révestimiento continuo por todos los la-
dos, También para revestimientos relativamente gruesos
(hasta de 100/u) se obtiene una notable permeabilidad
al hidrdgeno,

I otra forma de realizacidn ventajosa del rareface
tor de hidrégens preferido antes menocionado, de acuerdo
con el invento, el materianl de rarefactor es mezelado o

aleado con el elemento (o con los elementos) que consw
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tituyen la pared permeable al hidrbgeno. La mezcla
o aleacién comprende no m&s de 90% en peso de los ele-
mentos Cr, Mo, W y Ta. Dicha mezcla o aleacidén tiene .
la ventaja de que se obtiene una mejor adherencia del
revestimiento permeable al hidrdgeno al material de ra-
refactor y que se inhibe una difusidn, que’posiblementev.'
se produce, del re#estimiento permeable en &l material
de rarefactor. v‘
Una forma de realizacién preferida adicional de
una lémpara de acuerdo con el invento tiene un rareévj,
factor de hidrdégeno cuya pabed permeable al hi&régenof:

consiste en una chpsula cerrada de molibdeno, wolframio: g

Ca téntalo, dentro de la cual esté presente elrmatgriéL 
~de rarefactor y cuyo espesor de pared tiene un Valor:ene:ﬁf
" tre 5y 500A1. Los metales molibdeno, wolframio y téptalb{,
" pueden ser obtenidos en forma de delgadaskhojas que tienen

.1-ffruna permesbilidad satisfactoria al hidrégeno a la teﬁ;f

peratura de trabajo.del rarefactor. Una ventaja de psté":

“forma de realizacién consiste en que el-rarefactor'deif-
" . “hidrégeno puede ser fabricado con facilidad., Ya que el S

= Mo, el W ¥y el Ta no reaccionan con los matéfiéles de

rarefactor a utilizar no han de adoptarse precauciOhbé

.. suplementarias para évitar un contacto entre ol maverial
: | vavefadtel y la chpsula, EL 8spesér de pared de la opste
- la es mayor de sproximadamente 5/ ya qué &penas 3@ pueden
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producir en la prictica hojas mis delgadas y se escoge

de modo que éea no mayor de 500/u debido a que la permea-—
bilidad al hidrbégeno se hace demasiado pequeiia en el caso
de espesores mayores. £s particularmente ventajoso en esta
forma de realizacién del invento escoger el tintalo como
matérial para la cipsula. En efecto, comparado con el mo-
libdeno y el wolframio, el téntalo tiene la méxima permea-
bilidad al hidrégeno y posee la ventaja adicional de que
puede fijar gases tales como oxigeno, mondxido de carbono,

diéxido de carbono & nitrégeno. La eliminacién de dichos

. gases desde la lérpara es muy deseable en muchos casos,

Cuando se fijan dichos gases, sé forman compuestos no vo-

l&tiles que no son perturbadores 6n la lémpara, Ademés de

ello, el téntalo tiene la propledad de descomponer vesti-

glos de agua existentes en la lémpara, El éxido de téntalo
formado entonces no es perturbador y el hidrégeno formado

es fijado por el material de rarefactor.

Todavia una forma de realizacidén adicional de una lém-
para de acuerdo con el inventé, que es preferida, esté pro-
vista con un rarefactor de hidrégeno cuya pared permeable
al hidrégeno consiste en una 6lpsula cerrada de nfquel,
hierro, uih 8leacidn de niquel y hierfo, 6 una aleacidn
de niguel y/o hierro y uno o més de los elementos cromo,
molibdeno, wolframio y téntalo, encontréndose el espesor
dé pared de esta cépsula entre 5 y 500 m, y estando dispues~



to el material de rarefactor dentro de la cépsula de
" una manera tal gue es imposible un contacto directo en-~
.t tre el material de rarefacﬁor v la capsula. Las cépsulas
~ de los materiales antes mencionados pueden ser fabricadas
' 5- “ a un menor costo que las cépsulas de Mo, W y Ta que antes
| se han descrito. Una ventaja del niquel, del hierro y de
sus aléaciones consiste en que estos materiales tienen
una permeabilidad al hidrégeno que es igual o incluos ﬁa-
yor que la del tintalo. No obstante, dichos materiales pa=
10. ra la pared de capsiila no deben estar en contacto directo
'con el material de rarefactor én este caso ya que pueden
"-producirsé aleacionés mltuas de modo que el rarefactor de
hidrdégeno puede hacerse defectuoso. ‘
kn la ultima forma de realizacién de un rarefactor
15 ' -de hidrégeno de acuerdo con el inveénto se utiliza prefe-
riblemente un revestimiento poroso que consisfe»en un ma-" -
'Lji terial no reactivo, y estd presente entre el material de
rarefactor y ladpared de 1la cépéula. De esta manera e
~ hace imposible un contacto directo entre el material de
20 rarefactor y la odpgula y, debids a la porosidad del re-
| ‘vestimiento, no se inhibe sustancialmente el hranspdrﬁe
Vlde hidrégeno. Son apropiados como revestimientos porosos
P revestiﬁiéﬁggs pulverilentos de éxidos de metales de tierraé
raras o altrurss de titanio, zipconls, ﬁafnio, lantano y
25 ocerio.

2090.75 - 12 -
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Otro método ventajoso de excluir un contacto di-
recto entre el material de rerefactor y la chpsula con-
siste en colocar elementos de soporte que consigten en

cuerpos sinterizados de 6xidos de metales de tierras

- raras o en nitruros de titanio, zirconio, hafnio, lan-

tano y cerio, o gue consisten en molibdeno, wolframio o
téntalo, por ejemplo, en la forma de soportes o distan-
ciadores. lista solucidén tiene la ventaja de que se im~
pide con elevado grado de certidumbre un contacto direc-
to entre el material de rarefactor y la pared de la chp-

sula.

£l niquel o aleaciones de niquel (con al menos

- 50% en peso de Ni) se prefieren ecomo material para la

pared de la chpsula, ya qué se ha encontrado que este
material tiene la méxima permeabilidad para el hidrb-
geno,

81 blen todos los materiales de rarefactor mencio-
nados tienen propiedades comparables, se preflere, de -
acuerdo con el invento, la utilizacibén de itrio como
material de rarefactor en una lémpara. ¥n efecto, el
itrio tiene la méxima capacidad rarefactora para el
hidrbégero. rdemés de ello, la presién residual de hidrd=
geno por encima del rarefactor es minima ctando se uti-
liza itrio como material de rarefactor,

Una lémpara de deucargs én gas a alta presibén de

-13 -
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acuerdo con el invento estid formada preferiblemente

como una limpara de descarga en vapor de mercurio a al-
ta presién que comprende una cantiiad de mercurio que

se evapora de un modo completo durante el funcionamiento
y ademls, generalmente, una cantidad de gas raro como
gas de cebado. Debido a pequefias cantidades de hidrdgeno
en la lémpara, estas clases de lémparas exhiben con fre-

cuencia voltajes de encendido y de nuevo encendido inde-

"seablemente elevados. Cuando se utiliza un rarefactor de

hidrégeno de acuerdo con el invento en estas l&mparas, di-
chos voltajes son reducidos a valores acdéptables,

Dichos problemas de encendido y nuevo encendido son -
todavia més graves en lémparas de descarga en vapor de >'AV
halogentiro metdlico a alta presidn, Hasta ahora estas di-
ficult ades han sido resueltas de un modo parcial adop- . .~
tando precauciongs suplementariss y costosas durante la
fabricacién., Una lémpara de descarga en vapor de halopenuro
metélico a altaﬁpresibn de acuerdo con el invento quercom-
prende al menos un halogenuro mebélico y opcionalmenﬁe-
una cantldad de mercurio, puede ser fabricada de wna ma-’
nera conasiderablemente més simple. Oonsigulentemente es

preferido este tipo de lémparas de descarga de gas de

acuerdo con el invento,

El invento seré descrito ahora con mayor detalle hacien

do referencia a los dibujos.

- 14 -
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Ta figura 1 muestra una forma de realizacién par-
cialmente en una seccidén transversal de una lémpara de
descarga en gas a alta presibén de acuerdo con el inven-
to, ¥

La figura 2 muestra el rarefactor de hidrégeno
utilizado en la lémpara de la figura 1, en una seccidn
trahsversal y a una mayor eczcala;

Ia figura 3% muestra en una seccidn transversal otra
forma de realizacibén de un rarefactor de hidrégeno de
acuerdo con el invento,.y

La figura 4‘muest?a otra forma de realizacibén de un
raréfactor de hidrbgeno de acuerdo con el invento;

La figura 5 muestra en un grafico la variacibn del
voltaje‘de encendido de lémparas como se muestran en la
figura 1, en forma de funcién del tiempo de funcionamien-
to de les 1émpéras.

En. la figura 1, el nimero de reférencia 1 designa
¢l reciplente de descarga de vidrio de cuarzo tubular
de una lémpara de descarga en vapor de haloienuro metéli-
co a alta presibén de acuerdo con el invento. Llectrodos
de wolframio 2 y % hechos p&sar de uns manera estanca al

vacio 8 través de las porciones estrechadas 6 y 7 por

medis de hojas ue molibdeno 4 y 5, respectivamente, estén

dispuestes en los extremos del tubo 1. El tubo 1, que en
la préctica esth dispuesto generalmenhte én une envolvente

- 15 -
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exterior de vidrio (no mostrada en los dibujos) estéd pro-
visto con una cantidad de mercurio gque se evapora comple-
tamente durante el funcionamiento de la lémpara y, ademés
de una pequefia cantidad de argdn como gas de cebado,'in—
cluye también los yoduros de sodio, talio e indio. El 4ié-
metro interior del tubo 1 es de 15 mm y la distancia en=-
tre los electrodos 2 ¥ % es de 41 mm. La lémpara esté pro-
yectada para una potencia de 400 W. Un rarefactor de hi-
d;égeno 8 de acuerdo con el invento estia dispuesto dentro
del tubo 1, El rarefactor 8 consiste en una cipsula cerra-=
da de téntalo, en la cual se dispone una clerta cantidad
de {trio. La cépsula 8 estd fijada a la pared del tubo 1

por medio de un cilindro de vidrio de cuarzo 9, El cilin~

~dro 9 estd fijado a un extremo de una varilla de vidrio

de cuarzo 10, cuyo otro extremo estl fusionado a lé pare@
del tubo 1. La posicién del rarefactor de hidrégeno 8
se escoge de modo que alcance una temperdtura de aproxi=-
madamente 9C09C durante el funcionamiento de la lémpara.
Ia figura 2 muestra el rarefactor de hidrégeno 8 de
la lémpara de la figura 1 a una mayor escala en una seccién '
transversal., La cépsula de tdntalo consiste en una caja o
oilindric; 12 provista con un reborde 14, La caja 12 estd
cerrada de una mansra estanca a log gases por medio de
una cubierta de téntalo 13. El espesor de la caja 12 y

de la cubierta 15 es de aproximadamente 100 A1, El cierre

- 16 -
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estanco a los gases se obtiene soldando por resistencia

el reborde 14 a la cubierta 13. La cépsula incluye un
cilindro 11 de ftrio met&lico. =1 cilindro 11 tiene un
diémetro de aproximadamente 1,6 mm y una altura de apro-
ximadamente 1 mm (aproximadamente 10 mg de fitrio). Con

el fin de determinar las propiedades rarefactoras del
rarefactor de hidrdégeno antes descrito se llevd a cabo

el ensayo seguidamente descrito. El rarefactor de hidrd-
meno fué introducido en un espacib puesto en vacio (con~
tenido 150 cm5) y fué calentado a una temperatura de apro-
¥imadamente 9002C. Subgiguientemente se introdujo hidréb-
geno dentro del eSpacib nuesto én vacio hasta llegar a
unarpresién de 5 x 10'1 Torr. A dicha temperatura de 900°C

se midid una capacidad rarefactora de &7,5 Térr.cm5, una

yelocidad de rarefaccién de 25 cma/minuto ¥y una presidn

residual de hidrégeno por encima del rarefactor saturado

con hidrégeno, de 5 x 1072 Torr,

El rarefactor de hidrégeno de la figura 3 consiste

. en una chpsula de niquel que tiene la misma configuracién

y las mismas dimensiones que la cépsula de téntalo de

la figura 2. La caja 22 es conedtada de nuevo mediante
soldadura por resistencia a la cublerta 23, La chpsula
comprende aproximadamente 10 mg de {trio en la forma de
un ¢ilindro 21, Unos anillos 24 y 25 dé wolfreamio sirven
como elementos de soporte para el cilindro de itrie 21,
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Los anillos 24 y 25 que se aplican a rebajos circulares

en las caras superior e inferior del cilindro 21 mantienen

a dicho c¢ilindro 21 a una cierta distancia desde la pared
de la cépsula, de modo que se imposible un contacto di-
recto entre el itrio y el niquel. De esta nanera se im-
pide la formacién de compuestos de niquel-itrio indesea=
bles,

La figura 4 muestra un electrodo apropiado para una
lampara de descarga en gas a alta presidén de acuerdo con
él invento y provista con un rarefactor de hidrégeno. El
electrodo consiste en una varilla de electrodo de wolfra=-
mio 31 que soporta en un extremo un arrollamiento de elec-
tro 32 formado como un arrollamiento doble de wolframio.
Un rarefactor de hidrégeno (33,34) es colocadoia una pe- -
quefia distancia del'arrollamiento 32 alrededor de la va-
rilla de electrodo 31. El rarefactor consiste en un ma-
terial de rarefactor 33 (una mezela de {trio y éromo)
que esté reves%ido por todos los lados con un revestimien-

to de cromo 34 (cspesor aproximadamente 10 A ), El rave-~

' factor (53,34) es dispuesto del siguiente modo. La mnezcla

de parﬁida es una mezcla de 86j% én peso de hid¥uroe de
{trie v 14% en peso de cromo. e moldea un anille a base
de esta mezela alrededor de la varilla de elsctrods 31,
Subsigulentemente la varilld de eledtrodo 31 es calentada

son la ayuda de un arrollemiento de alta frecuencia en
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una atmbésfera inerte, por ejemplo en argbn, hasta jus-
tamente por encima del punto de fusién del anillo (apro-
ximadamente 1.3002C). Durante este tratamiento térmico
el hidruro de itrio es convertido en itrio y el material
de rarefactor %3 (una.mezcla homogénea de itrio y cromo)
es obtenido en la forma de una gota que fluyé uniforme-
mente. El material de rarefactor 33 es revestido sub-
siguientemente mediante deposicidén idnica con un reves-
timiento de cromo 34 que tiene un espesor de aproximada-
mente 10/u . "

El voltaje de encendido de la lémpara que comprende

halogenuros metélicos,tal como se describe con referencia

-a la figura 1, fue medido en diferentes momentos durante

el tiempo de funcionamiento de la lémpara. La figura 5
muestra estas mediciones en un grafico. El tiempo de
funcionamiento t es representado graficamente en minutos
en el eje horizontal y el voltaje de encendido ¥V en vol-
tios 6s representado grAficamente en el eje vertical. Se
encuéntra que para esta lémpara que comprende argén como

ges de cebado, el voltaje después del primer encendido

(t = 0) es elevado, a saber de aproximadamente 1100 V.

Este elevado voltaje de encendido es resultado de las
impurezas, predominantemente hidrégeno, que inicialmente
estén presentes en la lémpara: La cantidad de hidrdgeno
és rélativamente grande, debido a gte en la fabricacidn
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de la lémpara no se han adoptado las precauciones usua-
les (tales como el tratamiento térmico largo de partes
del tubo de descarga y de la limpara a una elevada tem-
peratura). Los puntos de medicién para la lampara de
acuerdo con el invento (en el grafico de la figura 5 co=-
nectado por la curva 41) muestran, no obstante, que el
hidrégeno es fijado répidamente por el rarefactor durante
la primera parte del tiempo de funcipnaﬁiento, de modo
que tras aproximadamente 10 minutos de funcionamiento

se obtiene un voltaje de encendido que ya es de aproxima-
damente 400 V. Ha de nacerse observar que se obtienen va-
lores considerablemente menores del voltaje de encendido.
con lémparas que comprenden una mezcla de neén y argbn
como gas de cebado, También el voltaje de nuevo encendido .

manifiesta el miswo comportamiento, muy favorsble, de una

- dréstica disminucién durante los primeros minutos de fun-

cionamiento. Con fines de comparacibn, la figura 5 inclu-
ye las mediciones de una lampara que no comprende un ra-
refactor ae hidrégeno, pero gque por lo demés es completa~
mente idéntica a la lémpara de acuerdo con la figura l.
Beta lémpara (que no €8 de acuerdso ¢on él invento) fué
fabricada de una matsrs andloga a la lAmpard de la figura
1, Los puntos de medicidn para esta lémpara (en el gréfico

de la figura 5 conectado por la curva de linea interiumpi-

‘da 42), muestran que la lémpars tiene el mismo elevado vol=
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taje de encendido inicial (aproximadamente 1,100 V) que
la lémpara de acuerdo con el invento. No obstante, du-
rante el tiempo de funcionamiento se mantiene en esta
lémpara un voltaje de encendido muy alto (aproximada-
mente 1,000 V) después de una pequefia disminucidén ini-
cial en ellvoltaje de encendido.

Esta golicitud qué corresponde a la presentada en
Holanda el 15 de Noviembre de 1973, bajo el Num. 73 15641,
se acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Es-

tatuto sobre Propiedad Industrial.

&4

- REIVINDICACIONES =

Los puntos de invencidn propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencién en Espafia, por VEINTE gfios, son los que se

recogen en las reivindicaciones siguientes:

la,~ Perfeccionamientos introducidos enh una lém-
para de descarga en gas a dlta presibn que incluye un
recipiente de descarga que oontiens un rellénoc de gas
agresive y estéd provista con elestrodos etitre los cua-

les tiene lupar la demcarga durante el funcionamiento,

- 2] -
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y un rarefactor (getter) de hidrdgeno colocado dentro

del recipiente de descarga y que consiste en un material

~ de rarefactor rodeado por una pared permeable al hidrd-

geno, caracterizados porque el materia} de rarefactor
comprende al menos un material ftomado del grupo de itrio;
lantano, los lant4nidos y aleaciones de dichos elementos,
y porque la pared permeable al hidrégeno comprende al
menos uno de los elementos cromo, molibdeno, wolframio,
téntalo, niguel y hierro.

28,~ Perfeccionamientos segin la reivindicaciéﬁ’lé,
caracterizados porque la pared permeable al hidrégeno
consiste en un revestimiento de cromo, molibdeno, wolfra-

mio y/o téntalo con un espesor éntre 0,1 y 100/, dis-

‘puesto sobre el material rarefactor.

32 ,~ Perfeccionamientos ségﬁn la reivindicacién
2a, caracterizados porque el material de rarefactor
es mezclado o“aleado con el elemento (o los elementés)
que constituyen la pared permeable al hidrégeno, com;'
prendiendo la mezdéla o la aledcidn no més de 90% en
peso de uno o mhs de los elementos cromo, molibdeno,
wolframio y téntalo.

4a,~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
14, caracterizados porque la pared permeéble al hidré-'v
geno econsiste en una chpsula cerrada deé molibdeno,

wolframio o tlntalo dentro de la c¢ual estéd presente el
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material de rarefactor y cuyo espesor de pared se en=-
cuentra entre 5 y 500/ .

5a,- Perfeccionamientos seglin la reivindicacidn
42, caracterizados porque la cépsula consiste en tén-
talo.

'63.- Perfeccionamientos segln la reivindicacién
la, caracterizados porgue la pared permeable al hidré-
geno consiste en una cépsula cerrada de niquel, hierro,
una aléacién de niquel y hierro o una aleacidén de ni-
quel y/o hierro con uno o mAs de los elementos cromo,
molibdeno, wolframio y“téntalo, encontréndose el éspe-
sor de pared de dicha’ cipsula entre 5 y 5001, estando
dispuesto el material de rarefactor dentro de la chpsula
de una menera tal que es imposible un contacto directo
entre el material de rarefactor y la cépsula.

78,= Perfeccionamientos segfin la reivindicacién
62, caracterizados vorque estd presente un revestimiento
poroso de material no reactivo entre el material de ra-
refactor y la pared de la cépsula,.

8a,~ Perfecclonamientos segfin la reivindicaecibn
68, caracterizados porque estén presentes unos élemen=
tos de soporte que consisten en cuerpos sinterisedos de
bxidos de metales de tierras raras o en nitruros de ti-
tanio, zirconio, hafnio, lantano ¥ ceritc, 6 que Bonsisw
ten en molibdeno, wolframio o téantalo, que mantienen
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al material de rarefactor a una cierta distancia de
la pared de la cépsula.

94,~ Perfeccionamientos segin las reivindicacio-
nes 63, 72 y 8a, caracterizados porque la cépsula con=
siste principalumente en niquel.

102,- Perfeccionamientos segin una cualguiera ‘
de las precedéntes reivindicaciones, caracterizados
porque el material de rarefactor es principalmente itrio.

ila,- Perfecciornamientos segin una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, introducidos en una

lémpara de descarga en vapor de mercurioc a alta pre=-
sién, segin los cuales él reéipiente dé descarga com=

prende una cantidad de mercurio que se evapora completa-

 ménte durante el funcionamiento de la lémpara.

12a,=~ Perfeccionamientog segin una cualquiera de
las relvindicagiones 1% = 10z, introducidos en una léme
para de descarga en vapor de halogenuro met&lica a dlta

presién, segln los cuales el recipiente de descarga com=

 prende al menos un halogenuro metdlico ¥ 6pciOndimenté

. una cantidad de mercurio,

138,- Perfeccionemientos introducides en una lém-
para dé descarga en gag a alta presidn. 7 |

Tal y como se ha deserito en la Memoria que antew
cede, representado en los dibujos que s& acompaiian y

para los fines que se han éspecificado.

- 2l -



Esta Memoria consta de veinticinco hojas escri-

tas a méquina por una sola cara.
Madrid, 26 SET. 1975

P.A,

Alberig de BiwpwwsV
Por Podgr,

209!75”AVS. - 25 -
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